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ALDやCVDによる高品質な金属薄膜の形成は、エレクトロニクス、高周波デバイス
の製造に欠かせない技術である。本課題では様々な応用を想定し、主に金属薄膜の
形成技術と得られた薄膜の評価を実施した。

実験
Experimental

ALD・CDVプロセス開発のため、機器利用や技術代行で基板の下地層の成膜や、金
属薄膜の形成を実施した。しかし、分析は共用施設の装置を使用せず実施した。

結果と考察
Results and Discussion

下地層など、所望する薄膜を形成することができ、ALD・CVDプロセスの開発を進
展させることができた。また、蒸着で成膜した金属膜との比較や、成膜条件を変化
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た。
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